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報告書データ / Report

概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

電極構造の微細化によるセンサ素子の更なる高感度化，高機能化を目指し，電子線
リソグラフィとMEMS加工プロセスを組み合わせた微細電極のトップダウン作製手
法の高度化に取り組んでいる。局所的に測定電極を集積化した微細孔構造や，マイ
クロアクチュエータと微細構造を組み合わせた電極ギャップの精密制御が可能とな
る。フランスのナノテクプラットフォームであるRENATECHの中核拠点の一
つ、CNRS-LAAS研究所と共同で微細構造のアディティブ作製を試している。結果
をフランス共和国国内の査読付き会議ならびにＩＥＥＥ国際会議で共著で発表した。

実験
Experimental

図１（a）に示すプロセスを用い、武田先端知ビルスーパークリーンルームによっ
て試作を行った。LL式高密度汎用スパッタリング装置（!-Miller）によって石英ガラ
ス基板または、プラズマCVD装置で2μｍ厚のSiO2膜を製膜した4インチウエーハ
に20nmの銅による種層を製膜し、高速大面積電子線描画装置F5112-VD01でモー
ルドパターンを描画した。ARIM参画エンジニアを仏LAAS研究所に派遣し、相手方
のクリーンルーム講習会を受講、クリーンルームで技術補助を得て山本鍍金試験器
製の6インチメッキ装置でメッキを行い、構造を作製した。   

結果と考察
Results and Discussion

図１（b）に示す通り、幅260ナノメートル、高さ1400ナノメートル（1500ナノ
メートルまでは可能）のニッケルメッキによる構造体を作製できた。作製した構造
はSEM観察評価ならびに電気的テスト構造による評価を行ない発表した。詳細は[2]
の論文に詳しい。
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図1 高アスペクト比ナノ構造作製プロセス(a)とサンプルの電子顕微鏡写真(b)
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双方のクリーンルーム環境の常識がずれており、プロセスに失敗するという経験を
通じて、国際協力の現場における注意点を学ぶことが出来た。具体的には「Only
Cu」と受けたアドバイスを信じて当初のウエーハではSiO2上に直接スパッタリング
を行った。この状態でも東大のスパッタ装置では密着性が良い（テープテストに通
る）ので、フランスでも同様であろうと信じていたところ、フランスでのEB蒸着装
置では種層無しでは全く密着しないので、種層は常識だと相手は思い込んでいたこ
とによる。その後はTiN５ｎｍを挟むことで安定したメッキが可能となった。
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